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Dimensions In Millimeters(SOT-23-5)
Symbol: A A1 B C C1 D Q a b e
Min: 1.00 0.00 2.82 2.65 1.50 0.30 0° 0.30
0.95BSC 1.90 BSC

Max: 1.15 0.15 3.02 2.95 1.70 0.60 8° 0.50
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Dimensions In Millimeters(SC70-5)
Symbol: A A1 B C C1 D Q a b e
Min: 0.90 0.00 2.00 215 1.15 0.26 0° 0.15 0.65
1.30 BSC
Max: 1.00 0.15 2.20 2.45 1.35 0.46 8° 0.35 BSC

http://www.hgsemi.com.cn 6/8 2020 MAR



http://www.hgsemi.com.cn/

[ HGSEMi

HuaGuan Semiconductor 74 LVC 1 G 08
BT s
HEH EHAS s
2020-3-7 FELT 1-8
2023-10-30 B TERMAERINE. FHE%. FH SC70-59MERYT 1. 4.6
2024-11-6 FINIERESEE. 55 SOT-23-5 HERTE. EF5IMIEEEE 3.6
http://www.hgsemi.com.cn 7/8 2020 MAR



http://www.hgsemi.com.cn/

.®
I:IGGSSmE!yItI 74LVC1G08

EEER:

HBHEESRRBAREBNENIHEHEOTRIRS. BERTIRBIMREEFIMEXEE, HZ XY EERERTETEN, LE+SHX
BEYNIRI XA FIB OISR ET NS

B IEFEREEE ST R T R AR AN SR B R B8 T L e EF R L 2B, EETRBUTEET: RN AERE
SENEEHESATR, BT, WIEHFMSEN A, BREHNEFHREMINVEUR T UEMTZ S, LRIEMER, LIBtRBENKAIBESE
ABHEFMFHRKIBE RAIRE.

ERWESETEAREED T, FF. MESMEXEWGNAZIFT, EEESNIEIRIEF-REX LGN ERNER. RERSBLRIZ
P RIS BT FERT AN — ORISR E. IRKAFERHFBTRE, SEEHESHTX, FRAAEBURMYEROETESAEREAEES
£,

ETESETEFFESAFRIIEERERATIT RSHE (B1EKIER) . ITERR (BF2FRIt) | NAmEMSITHEN, META.
TEEENEMIE, MRESEREEAME T aEReERIER, MXFfEGREEFANER RE TSN RERIEEEN,
PEMHFIERTBE ST ERN,

EFESERIIERR, BN XL R BERETHA AR AR A, St ERERaEM S SRR N g TS =75 %0
RPN, AR TEMERSER, SRS EREXLERIFERPNEEHSMER ERBEROTORRE. IRE. A, REFH
RS, LPHESAWIEARE.

http://www.hgsemi.com.cn 8/8 2020 MAR


http://www.hgsemi.com.cn/

	74LVC1G08
	产品特点
	产品订购信息
	产品简介
	产品用途
	封装形式和管脚功能定义
	原理逻辑图 
	极限参数
	直流电学特性：TA=25°C
	封装外形尺寸
	修订历史
	华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的相关信息，并核实这些信息是否最
	客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采取安全措施。您将自行承担以下全
	华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可，华冠半导体将不承担产品在这些领域应用造
	华冠半导体所生产半导体产品的性能提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或
	华冠半导体的文档资料，授权您仅可将这些资源用于研发本资料所述的产品的应用。您无权使用任何其他华冠半导



